Stresczenie
Technika elipsometrii spektroskopowej w obszarze widmowym nadfioletu prézniowego

Technika elipsometrii, bazujagc na pomiarze zmiany stanu polaryzacji swiatta po odbiciu od
powierzchni badanej prébki, umozliwia szybkie i nieinwazyjne okreslenie parametréow optycznych
materiatdw w szerokim zakresie widmowym, typowo od obszaru podczerwieni do nadfioletu. Jako
jedne z najwazniejszych cech tej techniki nalezy wymieni¢ bardzo wysoka czutos¢, dzieki ktdrej
mozliwe jest badanie rowniez struktur niskowymiarowych (uktady cienkowarstwowe, nanostruktury)
oraz mozliwos¢ jednoczesnego okreslenia tak czesci rzeczywistej, jak i urojonej zespolonej
przenikalnosci dielektrycznej (wspétczynnika zatamania $wiatta) z jednego cyklu pomiarowego. To
ostatnie, w pofaczeniu ze wzglednie krétkim czasem pomiaru sprawia, ze elipsometria coraz czesciej
znajduje zastosowanie réwniez do monitorowania in-situ zmiennych proceséw technologicznych,
wtym przede wszystkim w kontrolowaniu grubosci warstwy podczas nanoszenia czy skfadu
kompozycyjnego podczas przygotowywania materiatu. Mozliwie jest to dzieki uniwersalnemu
charakterowi tej techniki badawczej, a mianowicie, okreslane parametry optyczne zwigzane s3
z wtasnosciami strukturalnymi materii. Dzieki temu mozliwe jest badanie szeregu witasnosci fizyko-
chemicznych przy zastosowaniu techniki elipsometrii; wymieni¢ tutaj mozna witasnosci mechaniczne
(naprezenia), chemiczne (procesy korozyjne, adsorpcyjne) czy elektryczne (przewodnos¢ elektryczna,
koncentracja i ruchliwosc¢ tadunkow itp.) i wiele innych zwigzanych ze zmiang ,,odpowiedzi optycznej”
badanego materiatu.

Wspomniany szeroki obszar zastosowan elipsometrii stat sie przyczyng wyraznego wzrostu
zainteresowania tg technikg badawcza w ostatnich latach, tak ze strony naukowcéw, jak i przede
wszystkim inzynierdw. Technika ta stafa sie rutynowg dla wielu zastosowan nie tylko w laboratoriach
badawczych, lecz réwniez w przemysle produkcji materiatow poétprzewodnikowych, w tym
w szczegolnosci materiatéw dla optoelektroniki i fotowoltaiki. Sprzyja temu zapoczatkowany w latach
90-tych XX wieku dynamiczny rozwdj w zakresie jej komercjalizacji. Obecnie dostepne sg wysokiej
klasy urzadzenia do zastosowan w tym obszarze badan. Jednakze, zakres spektralny typowych
urzadzen ograniczony jest w kierunku krétkofalowym w wyniku absorpcji przez powietrze
promieniowania o dtugosci fali krotszej niz okoto 190 nm. Dodatkowo, ewentualne pomiary
elipsometryczne w zakresie widmowym nadfioletu prézniowego napotykajg na szereg problemdéw
natury technicznej, takich jak brak odpowiednio wydajnych konwencjonalnych Zzrédet swiatta oraz
polaryzatoréw krystalicznych przezroczystych w tym zakresie widmowym. Wszystko to uniemozliwia
wykorzystanie komercyjnych elipsometréw dla wielu waznych aplikacji, takich jak badania wtasnosci
optycznych materiatdw w obszarze krétkofalowym dla rozwoju w zakresie proceséw fotolitografii,
w badaniu fundamentalnych wzbudzen elektronowych materiatéw szerokopasmowych, badaniach
materiatdw dla niebieskich i ultrafioletowych Zrdédet $wiatta oraz detektoréw i wielu innych
zastosowan dla potprzewodnikéw szerokopasmowych i dielektrykéw w dziedzinie optoelektroniki,
mikroelektroniki czy przemysle uktadéw pamieciowych.

W wystgpieniu przedstawiona zostanie unikalna aplikacja pomiaréw elipsometrycznych w zakresie
energii fotonu E = 3—35 eV z wykorzystaniem zrédta promieniowania synchrotronowego BESSY Il w
Berlinie.



